CHAPITRE 3

LE TRANSISTOR BJT

Avec la permission de Prentice Hall



Il y a deux types de transistors:

Les broches sont nommeées:

Construction du Transistor
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E - Emetteur
B - Base
C - Collecteur

pnp

npn




Fonctionnement du Transistor

Avec les source externes, Vg et V., connectés comme suit:

 La jonction émetteur-base est polarisé positive
 La jonction base-collecteur est polarisee
inversement

* Majority carriers * Minority carriers




Courants dans le Transistor

Le courant d’émetteur est la somme des
courants de base et de collecteur:

Le courant de collecteur comporte deux
courants:

c=lc _ “*lco
majority minority



Configuration a base commune

La base est commune a ’entrée (emetteur—base) et a la
sortie(collecteur—base) du transistor.
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Amplificateur a base commune
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Zones de fonctionnement

e Active — Zone de fonctionnement
normal de ’amplificateur.

e Coupure — L’amplificateur ne
fonctionne pas. Il y a de la tension
mais pas de courant.

e Saturation — L’amplificateur est
actif au maximum. Il y a du courant
mais peu de tension.



Approximations

Courants d’emetteur et de collecteur:

Tension de base-émetteur:

VBE = 0.7 V (for Silicon)



Alpha (o)

Alpha (@) est le rapportde I a I:

_Ic

a
dc
Ip

Idéalement: a=1
En réalité: o est entre 0.9 et 0.998

Alpha (@) dans le mode AC:
_AMc
ac =
Al

E
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Amplification du transistor
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V=200 mV ' RS kDY
100 kO
Courants et tensions: Gain en tension:
Vi 200mVv Vi 50V
Ri 200 Vi 200mV
I =1
C E

I =1 =10mA
L i

V, =1 R=(10ma)5kQ)=50V
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Configuration a émetteur commun

L’émetteur est commun a I’entrée
(base-emetteur) et a la sortie
(collecteur-émetteur).

L’entrée est a la base et la sortie est

au collecteur.
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Caracteristiques a émetteur commun
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Charactéristiques de collecteur
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Courants d’amplifiacteur émetteur
commun

Courant idéal

I,=I1.+1, I.=al,

Courants réels

I.=al;+ 1y, aveclcgy=courantde collecteur des minoritaires

lcgo €St normalement insignifiant sauf en circuits de
puissance.

Quand 7; = 0 pA le transistor est en coupure, mais il y a un courant de
minoritaires appelé I..,.

I — ICBO

CEO — I,=0pA
l1-a'*
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Beta (/)

S Represente le facteur d’amplification du transistor. (5 est
aussi représenté par h, )

En mode DC: I
ﬂdc — —
1 B
En mode AC:
Alc
ﬂ ac Vg =constant

AlB
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Beta (B)

Determination de 3 4 partir du graphique

(3.2mA —-2.2mA)
Bac =
BO0pA-20pA)
lmA
10 A‘VCE—7 5
=100 B
B B 2.7 mA ‘ G
DC = Sz A A | Ve =75
= 108
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Rapport entre 3 aet o

B

oag=—
B+1

Rapports entre les courants

Ic =Plp

Ig =(p+Dlg
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Configuration collecteur commun

L’entrée est dans la
base et la sortie est
dans I’émetteur.

P
= Vi

18

18



Configuration a collecteur commun

i

Les caractéristiques sont
semblables a celles de la
configuration émetteur
commun. Excepté pour
I’axe vertical I.

{Saturation region) 5 {4
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Limites de fonctionnement

Vg est au maximum et I est au
minimum (I,..= Icgo) dans la zone
de coupure.

I est au maximum et V-, est au
minimum (VCE max = VCEsat = VCEO)
dans la zone de saturation.

Le transistor fonctionne dans la zone
active entre saturation et coupure.
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Dissipation de puissance

Base-commune:

Pcmax = Vel

Emetteur commun:

Pcmax = Veelc

Collecteur commun:

Pcmax = VeElE
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Specifications

MAXINMUM RATINGS

Kating

Collecior-Hase Yollape

Enwiier-Hase Yoliape

Oiperating snd Sisenge Junction

Temperature Hanpe
THERMAL CHARACTERISTICS
Charucieristic Svilid M Lmi
Thermal Beamtanes, Jinctio 1o e H i3 W
Thermal Kesesianee, Juncticn 1 Ambicne Bis, 1] W

2IN4123

CASE X404, STYLE |
TO-92 (TO-226AA)

Y Collecior
2
[ TR
[
2 I Emifticr

GENERAL PURPOSE

TRANSISTOR
NN SILICTRY
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Specifications

ELECTRICAL CHARANCTERISTICS (T, = 3570 unbess otherwise nidedy
Characteristic | Symbol | Min | Max [ Unit

OFF CHARACTERISTICS

Collecive-Base Brealdown Yolinge VR BE 40 Wil
(e = 10 ks, Jg =0
Eiilte-Base Broakoiwi Vlago Ny Enes 50 - Wike
[k = 10 e, e =10}

Ensitter Cutall Curnani
Wi = 300 Vi, I = 1)

O CHARACTERISTICS

Hase-Emibier Sahuraiion Yihiage(1) Ve N 0195 Wide
(b = 50 mAlde, Iy = 5.0 made)

SEMALLSIGRAL CHARACTERISTICS

Currene-Cain - Bandvwidih Producy Iy 130 MHz
(e = 10 mAde, Vg = B Vabe, = 100 MHz)

Oupan Capacitance Cobn = 44r pF
(Ven = 50Vde, Ip = 0, T= 100 MEH:z)

Imput Capocitance Ci - L] pF
(Vg = 05 Wi, I = 0, [= 100 kKH)

Colleion- Base Cupaciiance
(= 0, Wop = S0, 1= 100 kH2)

Carveiil Gain — High Frogusins

(g = 10 mAde, Vi = 20 Ve, F= 100 MHz) b 25 - -
(e = 20 make, Vi o= 10V, 1= L0 kHr) 30 i
Nokke Pigge [ - 8 T

(e = 100 pAde, Vg = 4.0 Vee, Rs = 1.0k chm, [ = 1.0 kHz)
{13 Pulse Test: Pulse Widih = 300 s, Duty Cyele = 2.0%




Essai du transistor

Traceur de courbe

Produit un graphique des caracteristiques.

DMM

Plusieurs modéles de DMMs mesurents B ou hgg.

Ohmmeétre

Low R

Open
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ldentification du Terminal
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